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シリコンウェハ上の汚染原因調査

概要

分析事例C0110 2008/10/27 2021/11/19

表面分析を行うことでウェハ上の汚染評価が可能です

測定法 ：TOF-SIMS・XPS・EDX
製品分野 ：LSI・メモリ・電子部品
分析目的 ：組成評価・同定・化学結合状態評価・組成分布評価

TEL ： 03-3749-2525     E-mail ： info@mst.or.jp
URL ： https://www.mst.or.jp/

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

半導体デバイス製造において汚染工程を調べるため、不良の原因となる薄い付着物が何に起因するか
を調べる必要があります。EDXでCが検出され、XPSで定量を行った付着物について、TOF-SIMSで分析
を行いました。各工程で使用している標準試料の手袋と比較をしたところ、手袋A, Bと似た傾向が見られ
ました。更に、標準試料の手袋をSiウエハに付着させて検証をしました。その結果、手袋Aに類似してい
ることがわかりました。標準試料をSiウエハに付着させて検証することは有効な手段です。
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Cが検出されました

光学顕微鏡写真

元素 O C S Si Na K Ca

付着物 8.5 87.4 0.7 1.7 非検出 非検出 1.7

アルキルベンゼンスルホン酸

■検証結果■付着物と各工程の標準試料の手袋の比較

正イオン定性スペクトル負イオン定性スペクトル
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■；金属 ●；炭化水素系 ▼；アミン系▼；硫酸系有機物 ▼；アミド系 ●；カルボン酸系など
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付着物

手袋Aを Siに付着させたもの

手袋Bを Siに付着させたもの
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■EDX・XPSの分析結果 ■検出成分のマッピング（500μm角）の結果
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				Table1.  定量値(atomic%)

				試料名				O		Ca		C		S		Si		ファイル名

				Ref.		フッ酸洗浄後Si		7.4		0.0		8.2		0.0		84.4		308u004

				A		メタクリレート系手袋による汚染		8.5		1.7		87.4		0.7		1.7		308u005

				B		ラテックス系手袋による汚染		9.9		2.3		85.1		0.0		2.6		308u006

				*XPSでの定量精度は±1atomic%程度, 検出下限は元素にもよりますが1atomic%です。

						元素 ゲンソ		O		C		S		Si		Na		K		Ca

						付着物 フチャクブツ		8.5		87.4		0.7		1.7		非検出 ヒケンシュツ		非検出 ヒケンシュツ		1.7
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